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論 文 題 目 InGaN/GaN 量子井戸バンド構造の研究 
- 序論 - 
InGaN/GaN 量子井戸構造は紫外から可視域での LED・LD 材料として有望な材料である。しかしな
がらこの材料は最適結晶成長条件が狭い、また GaN、InGaN 間の格子定数差が比較的大きい等の特
徴を持ち、結果として InGaN/GaN 量子井戸構造は理想的な量子井戸バンド構造から In 組成比揺らぎ
や内部分極などといった効果により光学・電子物性を変調してしまう。本研究では光学的な測定(PL、
光音響、TRPL:Time Resolved PhotoLuminescence) と InGaN/GaN 量子構造に対する数値計算によ
り、作製された結晶中での実効的なバンド構造を解析する事を目的とした。 
- 実験結果及び考察 - 
In 組成比以外の層構造がほぼ等しい InGaN/GaN 量子井
戸(井戸層 3.0 nm、障壁層 15.0 nm)に対し、室温での PL
測定及び光音響(PA)分光法による測定を行った(Fig. 1)。
PA 測定は光吸収の評価に用いられる測定であり、室温で
の測定感度が高く、裏面の構造によらないといった利点が
ある。Fig. 1 の点線は報告されているバルク InGaN のバ
ンドギャップ[1]であり、今回我々が PA 分光によって得た
Egと PL ピークとの差から In 組成比揺らぎ、量子サイズ
効果、分極効果による量子井戸内エネルギー準位の変化を
分離して考察する事ができた。また、Fig. 2 に同一のサン
プルに対しての TRPL 測定結果を示す。得られた TRPL
スペクトルにおいて観測されたプラトーは量子井戸内 In
組成比の微小揺らぎを意味すると考えられる。結論として
InGaN/GaN量子井戸層内のバンド内 In組成揺らぎが PA,PL測定より測定できる数百 meVの深い揺
らぎと TRPL 結果より測定できる数十 meV の浅い揺らぎを持っている事が予想される。 
- 今後の展望 - 
本研究において量子井戸内 In 組成比揺らぎと光学測定との対応が得られた。この結論を用いる事に
より発光素子としての InGaN/GaN QWs の結晶成長条件最適点の検討をする事が可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reference: 
[1] I. Vurgaftman and J. R. Meyer, J. Appl. Phys. 94, 3675 (2003). 
 
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
P
h
o
to
n
 E
n
e
rg
y 
(e
V
)
In content x
PL peak
PAS edge
Eg of bulk InGaN by b=1.4 (by Mayer)
 
Fig. 1. Indium composition dependences of PL 
peak and PA edge about InGaN/GaN QWs. 
 
Fig. 2. Indium composition dependences of PL decay about InGaN/GaN QWs 
